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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Mischer 

© Eine Spannung und ein Datensignal, das der Spannung 
uberlagert ist, warden in das Drain eines FET eingegeben, 
wahrend ein Tragersignal in das Gate des FET eingegeben 
wird. Der FET mischt das Datensignal und das Tragersignal, 
um ein gemischtes Signal zu erzeugen. Zwei Kondensatoren 
sind zum Abblocken von Gleichstrom und zum Durchlassen 
von Wechselstrom zwischen die Source und ein Masse 
geschaltet. 
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scher umfaBt InRg. 3 ^^^Sausgangsan- mer wetter w^gg* ^ niedrigem Uistungsver- 

densator C100 und eme Spde L100 ^ C100 jedoch "2*™»gS!iS* der zwischen dem Drain 

des FET Q100 hegt ^fp^oo^nd dem Signal- » f ^^e S 5e?Sl00ffieBt,arbeiten. 

ist zwischen der Drain DdesFei yiw^ D^^^^t* SMnnung (z-B. 2 V oder mehr) 
ausgangsanschluD ,0100 ^^SSHw P F) auf, ?\ emc Jl S E d S der Source S des FET Q100 

C10O weUt eine Kapazitat (beep eisw bik ' zwischen dem Drain u un ° d ^> ein G leichstrom 

eineangsanschlufi 1100 angeordnet D e ^ c _, elche Die Aufgabe der vorl ' e Sf £ me em V lge positive 

*^»S^*-f A-KtS S p»^ Mischer p*. Anspruch 4 
pal ntt einer B^.&S^LhmOU* 8 d » ntil to tendon Erfindunn bestoht Ml 

wird, flieot zwisntenden. Drain P ?" ^ von so nam k »P^""™ FET von dor Masse und »■» 

find das Datens gnal S s und gibt oas ? F nun g sein, die sicnersieu^ ^eisen, wobei kern 

s,.b . 
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Impedanz bei der Frequenz des gemischten Signals und 
eine hohe Impedanz bei der Frequenz des Datensignals 
aufweist kann die Kapazitat des zweiten kapazitiven 
Bauelements fur ein gemischtes Signal mit einer Submi- 
krowellenfrequenz oder darfiber klein sein. Daher kann 
der Mischer ohne weiteres integriert werden. 

Der Mischer kann ferner ein induktives Bauelement 
aufweisen, welches mit der Drain des FET verbunden 
ist, und welches eine hohe Impedanz bei der Frequenz 
des gemischten Signals und eine niedrige Impedanz bei 
der Frequenz des Datensignals aufweist 

Da das induktive Bauelement eine hohe Impedanz bei 
den Frequenzen (f c ± U) des gemischten Signals und 
eine niedrige Impedanz bei der Frequenz des Datensi- 
gnals aufweist, kann die Induktivitat des induktiven Bau- 
elements fiir ein gemischtes Signal mit einer Submikro- 
wellenfrequenz oder dariiber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden, wobei das ge- 
mischte Signal nicht zu der anderen Seite des induktiven 
Bauelements gelangen kann. 

Das vorher genannte Ziel wird bei einem anderen 
Aspekt der vorliegenden Erfindung durch das Bereit- 
stellen eines Mischers zum Mischen eines TrSgersignals 
und eines Datensignals erreicht, der folgende Merkmale 
aufweist: einen FET zum Mischen des Tragersignals und 
des Datensignals, urn das gemischte Signal zu erzeugen, 
indem eine bestimmte Spannung und das Datensignal, 
welches der bestimmten Spannung iiberlagert ist in die 
Source des FET eingegeben wird, und indem das Tra- 
gersignal in das Gate des FET eingegeben wird; und 
zumindest ein kapazitives Bauelement zum gleichstrom- 
maBigen Trennen der Source des FET von der Masse 
und zum wechselstrommafligen Erden der Source. 

Da die bestimmte Spannung in die Source des FET 
eingegeben wird, und da das erste kapazitive Bauele- 
ment das Drain des FET gieichstrommaBig von der 
Masse trennt und dasselbe wechselstrommaBig erdet 
kann die bestimmte Spannung derart niedrig sein, wie 
eine Spannung, die ndtig ist, damit das Drain und die 
Source h6here Spannungen als das Gate aufweisen, wo- 
bei kein Gleichstrom in den FET flieBt Daher ist der 
Leistungsverbrauch des FET Null, was einen Nieder- 
spannungsbetrieb erm6glicht 

Der Mischer kann ferner ein zweites kapazitives Bau- 
element aufweisen, welches mit der Source des FET 
verbunden ist, und welches bei der Frequenz des ge- 
mischten Signals eine niedrige Impedanz und bei der 
Frequenz des Datensignals eine hohe Impedanz zeigt 

Da das zweite kapazitive Bauelement eine niedrige 
Impedanz bei der Frequenz des gemischten Signals und 
eine hohe Impedanz bei der Frequenz des Datensignals 
zeigt, kann die Kapazitat des zweiten kapazitiven Bau- 
elements fur ein gemischtes Signal mit einer Submikro- 
wellenfrequenz oder dardber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden. 

Der Mischer kann ferner ein induktives Bauelement 
aufweisen, welches mit der Source des FET verbunden 
ist, und welches bei der Frequenz des gemischten Si- 
gnals eine hohe Impedanz und bei der Frequenz des 
Datensignals eine niedrige Impedanz zeigt 

Da das induktive Bauelement bei den Frequenzen (tc 
± f s ) des gemischten Signals eine hohe Impedanz und 
bei der Frequenz des Datensignals eine niedrige Impe- 
danz zeigt, kann die Induktivitat des induktiven Bauele- 
ments fur ein gemischtes Signal mit einer Submikrowel- 
lenfrequenz oder dardber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden, wobei es ver- 
hindert wird, daB das gemischte Signal auf die andere 



Seite des induktiven Bauelements flieBt 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung werden nachfoigend bezugnehmend auf die 
beiliegenden Zeichnungen detaillierter eriautert Es zei- 

5 ^Fig. 1 ein Schaltbild, das eine Konfiguration eines 
Modulators, der einen Mischer gemaB einem AusfGh- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung aufweist, 

zeigt; . 
10 Fig. 2 ein Schaltbild, das eine Konfiguration eines 
Modulators, der einen Mischer gemaB einem weiteren 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfmdung auf- 
weist, zeigt; m . 
Fig. 3 eine Ansicht die eine Konfiguration ernes Mo- 
15 dulators, der einen herkdmmlichen Mischer aufweist 
zeigt; und 

Fig. 4 eine Ansicht die eine Konfiguration eines Mo- 
dulators, der einen weiteren herkdrnmlichen Mischer 
aufweist zeigt # 
20 Ein Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
wird nachfoigend bezugnehmend auf die Zeichnungen 
eriautert Fig. 1 ist ein Schaltbild, das eine Konfiguration 
eines Modulators zeigt, der einen Mischer gemaB einem 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung auf- 
25 weist In Fig. I umfaBt der Modulator einen Signalein- 
gangsanschluB 11 und einen SignaleingangsanschluB 12, 
einen SignalausgangsanschluB Ol, eine Vorspannungs- 
leistungsversorgung Vg und einen Mischer 1. 
Der Mischer 1 weist einen FET Ql, drei Kondensator 
30 CI, C2 und C3 und eine Spule LI auf. Die Kondensato- 
ren C2 und C3 sind zwischen der Source S des FET Ql 
und der Masse angeordnet Sie weisen die Gesamtkapa- 
zitat (z. B. 10 pF) auf, welche die Source S des FET Ql 
gieichstrommaBig von der Masse trennt und die Source 
35 wechselstrommaBig erdet Der Kondensator CI ist zwi- 
schen dem Drain D des FET Ql und dem Signalaus- 
gangsanschluB 01 angeordnet Der Kondensator CI 
weist eine Kapazitat (z. B. 10 pF) auf, welche als eine 
niedrige Impedanz bei der Frequenz eines gemischten 
40 Signals S c und als eine hohe Impedanz bei der Frequenz 
f s eines Datensignals S s wirkt Die Spule LI ist zwischen 
der Drain D des FET Ql und dem Signaleingangsan- 
schluB 11 angeordnet Die Spule LI weist eine Induktivi- 
tat (z. B. 10 nH) auf, welche eine hohe Impedanz bei der 
45 Frequenz des gemischten Signals So und eine niedrige 
Impedanz bei der Frequenz des Datensignals S s zeigt 
Der Mischer ist mit Ausnahme der Kondensatoren C2 
und C3 in einem Chip auf einem Substrat integriert 
Das Datensignal S s (beispielsweise ein Sinuswellensi- 
5 o gnal mit einer Frequenz f s von 50 kHz) wird in den 
SignaleingangsanschluB II eingegeben. Eine Gleich- 
spannung Vcc wird dem SignaleingangsanschluB II 
ebenfalls zugefuhrt Bei dieser Konfiguration wird das 
Datensignal S s sowie die Gleichspannung Vcc zu der 
55 Source S des FET Ql in dem Mischer 1 durch die Spule 

LI zugefuhrt . . . ~ « 

In den SignaleingangsanschluB 12 wird em Trigersi- 
gnal S c (beispielsweise ein Sinuswellensignai mit emer 
Frequenz f c von 1,5 GHz) eingegeben. Dieses Tragersi- 
60 gnal S c wird in das Gate G des FET Ql durch einen 
Kondensator C6 eingegeben. Das Gate G des FET Ql 
ist durch die Vorspannungsieistungsversorgung Vg 
durch einen Vorspannungswiderstand R g positiv vorge- 
spannt Urn den FET Ql des Mischers 1 zu betreiben, ist 
65 es mdglich, eine niedrige Gleichspannung Vcc (beispiels- 
weise 1,5 V oder weniger) zuzufuhren, welche sicher- 
stellt daB das Drain D und die Source S spannungsmS- 
Big gegenuber dem Gate G in dem FET Ql positiv sind 
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Bei dem obigen tf*SSS£2^&~ 
scher als ein Amputudenin^utator verwena 

liegende Erfmdung h»^"5 il i Wl Fre- 



Daher ist es ausreichend. daB 

konnen gemaS 

den,wieesinRg.2gezeigtist 
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der FET Ql gleic g^jSK* 
satoren C2 und C3 off eM«» Lc istungsver- 

f* A ?5 oftfSM Strom OA. ist es 
brauch des FET Qi ^ ^chen der Drain und 
nicht n6tig, eme SP^g 2 ^ bfall Rndet ,s 
dem Source zu tabe ^ „,^ L TaB der FET bei einer 
nicht statt. was es ermdghcht, daB oer 
niedrigen Spannung arbejet signale ingangsan- 
Das Datensignal S s wuxl von aw . e ^ 

tor C6 eingegeben. Der FET Ql Komo ischte 

und laBt das gemischte Signal bo Amplitu- 
nur das gemischte Signal So, w *% ne * ; f u Lm Datensi- 

gnal S S erzeugt w.rd, ^ Jem g % 

UuB 01 aus 8Tp™u?raen von^c ± mfs ausgibt 
Komppnenten mtt Fr^enzen^nic ^ das 

(wobei n und m positive uan " (di Kom p 0 . 35 

Signal mit der | ewto ^"/nToder die mit fa 
nente mit einer Frequenz yon fe ±U ™ d eines 
_ f, in einem ubUchen Fall) unter VJJ-JJ^ Fre . 
Filters ausgewihlt und als einzige u 
quenzkomponenten ve wenaet . { welche 40 

4 Der Kondensator CI W ! ,S " , "%W S Se & niedrige 
bei der Frequenz der genuschten *pM >^ | $ 
Impedanz und to der gequenz fa des p 
als hohe Impedanz wirlct ^ er . d . das Drain D 
nicht zu dem Kondensator CI und wra m ^ ^ 

des FET Ql positiv WjjSSjS des gemisch- 
Induktivim aiif. welche be, der jrequ Fre , 

ten Signals So erne hohe Impedanz uno 

quenz des Datensignals ^^^"Tgjkht hi die Spule 

Daher flieBt das P«£^%S3BO«n«6e- 

HK^W^'- , ""- I,,,h 

8 t° diesem Wj^jfSS^ 

rinzugeben.Esistsomitm6ghch.emZJ pSquenz und 
Differenzkomponente ^"^^S D durch eo 
der Tragerfrequenz .^J^Sator CI zeigt filr 
die Spule LI zu erhalten .Der "J*^ d fflr das ZF - 
das HF-Signal erne ' ««f^ I ?S?S5 eLl zeigt eine 
Signal eine hohe Jmpedanz Die Spu* 

hohe Impedanz f V« D^ZF-agnalfrequenz ist 65 
Imp edanz Kr das <&?%££Sl^ und der *!' 
gX$£& oben Srieb^n wurde. kann der 
BerTAbwartsmischerdienen. 



50 



55 



Patentanspriiche 

"^KBT (00 zum Mischen des Tragersignals 
emem Fhl \yii) . we i c her in der Lage 

(Sc) und des l»«^g^S5S. indemlr 
ist, ein gemischtes ; S gnal (So) zu .m : s 
eine Spannung (Vcc) und das Da«ns.gna ^ 

Ma8$e ^d^DurchSn^onWecteektrom . 
^eites kaparidvestoudemeMgl) jjjjj^ ^ 

^S£8S£ £ gemffin Signais (So) 
und bei der Frequenz o^ b F re quenz des 

folgendeMerkmaleaufweist: 
em^d^tivesBauelemem^ 
Dram D des FET (Ql)verD_MQe 

£)eine niedrige impedanz aufweit 

Y Mischer zum Muschen «« ™Jg£ M ^ rk ! 
und eines Datensignals (S,). mit toigenu 

FET ton Mischen des ^^f^ 
eine Spannung fV«) ^ ^ rf rt ^ aber seine 

Masse ^g^ n ^SsIbtrom. . 
strom und der f enter ein zwei- 

5. Mischer gemiB A^prucn welches 

mitderSouree(S)desFET(Q ) hten signa i s 

welches bei der P^^^Lf^ der Frequenz 

(So) eine ^^gSSt^'^ 
des Datensignals (S s ) eme none i y , cher f er - 

6. Mischer gemaB Anspruch A noder 5. weic 
nerfolgendesMerkmaUvUweg. ^ def 

£jce^%^^ 
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bei der Frequenz des gemischten Signals (So) eine 
hohe Impedanz und bei der Frequenz des Datensi- 
gnals (S$) eine niedrige Impedanz aufweist 

Hierzu 2 Seite{n) Zeichnungen 
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FIG.3 

STAND DER TECHNIK 
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FIG.4 

STAND DER TECHNIK 
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